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요약

    
본 발명은 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것으로, 전단게이트 라인 및 후단게이트 라인; 상기 전단게이트 라인 
및 후단게이트 라인과 2개의 단위화소부를 정의하는 데이터 라인; 상기 2개의 단위화소부를 상하로 구별하는 공통라인
; 상기 2개의 단위화소부 각각의 제1화소전극 및 제2화소전극; 및 제1박막트랜지스터와 제2박막트랜지스터를 포함하
여 구성되며, 공동의 공통전극구조에서 후단게이트와 화소전극간에 중첩되어 형성되는 기생용량 Cgs'으로 잔상을 줄이
고, 공동의 공통전극을 사용하는 다른 화소전극에서는 전단게이트와 화소전극간에 중첩되어 형성되는 기생용량 Cgs" 
으로 플리커를 감소시켜 화질을 향상시키는 효과가 있는 것이다. 또한, 주사신호의 방향을 정-역 방향으로 변경하는 구
동방식을 채택하여 동시에 Cgs' 및 Cgs" 의 기능을 갖도록 하는 효과가 있으며, 화소전극은 멀티 레벨 구동식으로 전단 
게이트에서 ΔVp만큼 떨어지는 것을 보상하여 플리커를 감소시키는 기능과 후단 게이트에서 방전(Discharging)을 주
어 잔상을 감소시키는 효과가 있는 것이다.
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대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치의 평면도.

도 2는 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치의 평면도.

도 3은 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 전단게이트및 후단게이트의 신호파형.

도 4는 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 정역 주사방식을 나타내는 평면도.

도 5는 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 듀얼 게이트 주사방식을 나타내는 평면도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

101: 기판103a,103b,103c,103d: 게이트 라인

105: 데이터 라인107: 공통전극

109a,109b: 화소전극110: 단위화소

111a,111b: 박막트랜지스터

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 개선된 전극구조로 플리커 및 잔상을 감소되어 화질이 향
상된 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, 박막트랜지스터 액정표시장치(이하, TFT-LCD)는 스위칭 소자로서 박막트랜지스터를 사용하고 전극간
에 형성된 전계에 따라 액정의 배열을 변화시켜 화상을 구현하는 장치로서, 종래의 음극선관을 대신하여 각종의 화상 
장치에 쓰이고 있다.

종래 수직형 전계를 이용하는 네마틴 모드 TFT-LCD가 개발된 바 있었으나, 이의 단점인 좁은 시야각을 개선하기 위
하여 횡전계 방식을 이용하는 인플레인 스위칭(이하, IPS) 모드와 프린지 필드 스위칭(이하, FFS) 모드 박막트랜지스
터 액정표시장치가 개발되었다.

이러한 횡전계 방식의 IPS 또는 FFS TFT-LCD는 광시야각은 물론, 액정의 고속응답이 가능하다는 장점이 있으며, 특
히 FFS TFT-LCD는 투명전극을 사용하므로써 광투과율 및 개구율도 높다는 장점이 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래 기술에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는 다음과 같은 문제점이 있다.
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종래 기술에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 횡전계를 이용하는 IPS 또는 FFS TFT-LCD는 동일평면상
에 존재하는 수평 및 수직형 전계로 인하여 화면이 깜빡거리는 플리커(Flicker) 현상 및 잔상(Image sticking) 현상
이 심하다는 문제점이 있다.

이를 해결하기 위하여 제안된 것은, 도 1에 도시된 바와 같이, 하부기판(1)상의 화소전극(9)을 공통전극(7) 및 후단 
게이트(3b)와 중첩시켜 배치하였다. 여기서, 전단 게이트(3a)와 데이터 라인(7)은 수직 교차하며, 그 수직 교차부에는 
박막트랜지스터(11)가 배치되어 있고, 또한 상기 화소전극(9)과 콘택되어 있다.

이와 같이, 상기 화소전극(9)과 후단 게이트 라인(3b)이 중첩되어 형성된 기생용량(이하, Cgs)은 스트레스로 인하여 
상기 화소전극(9)에 대전(Charging)되어 있는 전하 및 이온을 상기 후단 게이트(3b)의 온(On)/오프(Off)시 전류가 
흐를 수 있게 하는, 다시 말하면 방전(Discharging)시키는 역할을 하여 잔상을 줄이는 작용을 한다.

그러나, 상기와 같은 전극구조는 용량 커패시턴스(이하, Cst)에 충전되어 있는 화소전압을 후단 게이트가 온(On)될 때 
방전시켜 피드쓰루 전압 차이(ΔVp)가 발생케 하고 이로 인한 플리커 현상을 악화시키는 문제점이 있다.

또한, Cst와 Cgs는 인접하여 병렬로 구성되어 있기 때문에 공통전극과 후단 게이트 라인이 인접하므로 양자 사이의 전
계 영향을 받아 누설전류가 발생하여 Cgs의 잔상 감소 작용을 방해한다는 문제점이 있다.

이에, 본 발명은 상기 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 공동의 공통전극 구조를 
갖게 하여 각각의 기생용량으로 잔상 및 플리커 현상을 감소시켜 화질을 향상시킬 수 있는 박막트랜지스터 액정표시장
치를 제공함에 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치는, 기판; 상기 기판상에 횡방향으로 이격 배
열되며, 각각 한쌍의 게이트 라인으로 이루어진 전단게이트 라인 및 후단게이트 라인; 상기 이격 배열하는 전단게이트 
라인 및 후단게이트 라인과 실질적으로 수직하도록 종방향으로 배열되어 2개의 단위화소부를 정의하는 데이터 라인; 
상기 2개의 단위화소부를 상하로 제1단위화소부 및 제2단위화소부로 구별되도록 상기 기판상에 횡방향으로 배열되는 
공통라인; 상기 제1단위화소부에 배치되며 상기 공통라인과 일부 중첩하여 저장용량 캐패시턴스를 형성하며, 상기 전단
게이트 라인과 일부 중첩하여 제1기생용량 캐패시턴스를 형성하는 제1화소전극; 상기 제2단위화소부에 배치되며 상기 
공통라인과 일부 중첩하여 저장용량 캐패시턴스를 형성하며, 상기 후단게이트 라인과 일부 중첩하여 제2기생용량 캐패
시턴스를 형성하는 제2화소전극; 및 상기 제1단위화소부부내에 형성되는 제1박막트랜지스터와, 상기 제2단위화소부부
내에 형성되는 제2박막트랜지스터를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
    

    
또한, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치는, 주사신호를 발하는 게이트 집적회로와; 상기 주사신호가 전달되
는 게이트 라인과; 상기 게이트 라인과 수직하여 디스플레이 신호를 전달하는 데이터 라인으로 정의된 프레임들로 이루
어진 패널을 포함하여 구성되는 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 상기 주사신호는 정방향 또는 역방향 주사방식
을 갖는 게이트 집적회로에 의하여 상기 패널의 임의의 프레임마다 정방향 또는 역방향으로 향하거나, 상기 패널의 임
의의 1열 프레임은 정방향 주사방식을 갖는 게이트 집적회로에 의하여 정방향으로 향하고 상기 패널의 임의의 1열의 
차열 프레임은 역방향 주사방식을 갖는 게이트 집적회로에 의하여 역방향으로 향하는 것을 특징으로 한다.
    

이하, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치는, 도 2에 도시된 바와 같이, 유리와 같은 투명성 절연체로 구성된 기판
(101)상에 2개의 단위화소부를 형성하는 수개의 게이트 라인(103a)(103b)(103c)(103d), 데이터 라인(105), 공통
라인(107), 화소전극(109a)(109b), 및 박막트랜지스터(111a)(111b)을 포함하여 구성되어 있다. 이에 대한 각각의 
구체적인 설명은 다음과 같다.
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첫째로, 상기 기판(101)상에는 수개의 게이트 라인(103a)(103b)(103c)(103d)이 횡방향으로 배열되어 있다. 상기 
수개의 게이트 라인(103a)(103b)(103c)(103d)은 그 위치에 따라 상기 기판(101)의 상부에 수평배열하는 전단게이
트 라인(103a)(103b)과, 상기 전단게이트 라인(103a)(103b)과 이격되어 상기 기판(101)의 하부에 수평배열하는 
후단게이트 라인(103c)(104d)으로 구분할 수 있다.

여기서, 하기 공통전극(107)을 임의적으로 N열 전극이라고 가정할 때, 상기 전단게이트 라인(103a)(103b)의 상측 게
이트 라인(103a)을 N-1 열 게이트 라인, 하측 게이트 라인(103b)을 N 열 게이트 라인으로 정의할 수 있다. 또한, 이
와 마찬가지로, 상기 하단게이트 라인(103c)(103d)의 상측 게이트 라인(103c)을 N+1 열 게이트 라인, 하측 게이트 
라인(103d)을 N+2 열 게이트 라인으로 정의할 수 있다.

둘째로, 상기 기판(101)상에는 데이터 라인(105)이 종방향으로 배열되어 있다. 상기 데이터 라인(105)은 이격 배열
하는 전단게이트 라인(103a)(103b) 및 후단게이트 라인(103c)(103d)과 일정한 공간인 복합화소부(110)를 정의한
다.

    
셋째로, 상기 정의된 복합화소부(110)내에는 공통전극(107)이 형성되어 있다. 여기서, 상기 공통전극(107)은 횡방향
으로 배열되는 몸체부(107a)를 포함하며, 종방향으로 신장되는 수개의 가지부(109b)가 상기 몸체부(109a)로부터 신
장되어 있다. 여기서, 상기 공통전극(107)의 몸체부(107a)는 상기 복합화소부(110)를 상하로 구별하여 2개의 단위화
소부, 즉 제1단위화소부(110a) 및 제2단위화소부(110b)를 정의한다. 따라서, 상기 제1단위화소부(110a) 및 제2단위
화소부(110b)는 상기 공통라인(107)을 공유하는 형태이다.
    

    
넷째로, 상기 제1단위화소부(110a)내에는 제1화소전극(109a)이 형성되어 있으며, 상기 제2단위화소부(110b)내에는 
제2화소전극(109b)이 형성되어 있다. 상기 제1화소전극(109a)은 상기 공통라인의 몸체부(107a)와 일부 중첩하여 저
장용량 캐패시턴스 Cst(C)를 형성하며, 상기 전단게이트 라인(103a)(103b)과 일부 중첩하여 제1기생용량 캐패시턴
스 Cgs'(A)를 형성한다. 또한, 상기 제2화소전극(109b)은 상기 공통라인의 몸체부(107a)와 일부 중첩하여 저장용량 
캐패시턴스 Cst(C)를 형성하며, 상기 후단게이트 라인(103c)(103d)와 일부 중첩하여 제2기생용량 캐패시턴스 Cgs" 
(B)를 형성한다.
    

다섯째로, 상기 제1단위화소부(110a)내에는 제1박막트랜지스터(111a)가 형성되어 있으며, 상기 제2단위화소부(110
b)내에는 제2박막트랜지스터(111b)가 형성되어 있다.

상기와 같은 구조의 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는, 상하 2개의 화소전극(109a)(109b)이 1개의 공통전극
(107)을 공유하여 저장용량 캐팻턴스 Cst를 형성한다. 따라서, 게이트 라인 5개당 단지 3개의 공통전극이 필요하므로 
공통전극의 개수를 감소시킬 수 있다.

한편, 주사 방향이 위에서 아래로인 하향(정방향)인 경우, 게이트 라인과 공통전극의 순서는,.., N-1열 게이트 라인(
103a), N열 게이트 라인(103b), N열 공통전극(107), N+1열 게이트 라인(103c), N+1열 게이트 라인(103d),...순
이다.

    
여기서, 상기 제1기생용량 캐패시턴스 Cgs'는 전술한 바와 같이 상기 제1화소전극(109a) 및 상기 전단게이트 라인(1
03a)(103b) 사이에서 형성되는데, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 N열 게이트 라인이 온(On)에서 오프(Off)로 신호
가 떨어질 때, 상기 N-1열 게이트 라인에는 도 3의 (a)와 같은 신호가 인가된다. 그 결과, 상기 제1기생용량 캐패시턴
스 Cgs'를 통하여 상기 제1화소전극(109a)으로 충전(Charging) 효과가 발생하여 피드쓰루 전압(△Vp) 강하를 보상
하여 플리커를 감소시킨다.
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한편, 상기 제2기생용량 캐패시턴스 Cgs" 는 전술한 바와 같이 상기 제2화소전극(109b) 및 상기 후단게이트 라인(10
3c)(103d) 사이에서 형성되는데, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 N+1열 게이트 라인이 온(On)에서 오프(Off)로 신
호가 떨어질 때, 상기 N+2열 게이트 라인에는 도 3의 (c)와 같은 신호가 인가된다. 그 결과, 상기 제2기생용량 캐패시
턴스 Cgs" 를 통하여 상기 제2화소전극(109b)에 있는 전하(Chrge)는 상기 N+2열 게이트 라인으로 바이패스(Bypa
ss) 된다. 따라서, 직류전류(DC) 스트레스 존재시 보호막(미도시), 액정층(미도시), 배향막(미도시) 등의 계면에 존
재하는 잔류 전하를 방전시켜 잔상이 감소된다.
    

상기와 같은 구조는, 하나의 화소가 각각 작용이 다른 제1기생용량 캐패시턴스 Cgs' 와 제2기생용량 캐패시턴스 Cgs" 
를 동시에 갖기 때문에 잔상과 플리커를 동시에 감소시킬 수 있게 된다.

만일, 주사방향이 아래에서 위로 향하는 역방향일 경우는, 패널의 주파수의 크기는 정방향 주파수 크기의 1/2로 되기 
때문에 더 높은 주파수로 패널을 구동시킬 필요가 있다.

이에 따라, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치는, 게이트 집적회로로부터 발하는 주사신호가 전달되는 게이
트 라인과 디스플레이 신호가 전달되는 데이터 라인으로 정의된 프레임들로 이루어진 패널에 있어서, 각 프레임들은 다
음과 같이 주사신호가 전달되도록 한다..

먼저, 도 4에 도시된 바와 같이, 정방향(하향)의 주사방식을 갖는 게이트 집적회로(미도시)에 의하여 패널(40)의 임의
의 프레임(50)은 정방향, 즉 도면부호 50a, 50b, 50c, 50d 순으로 주사신호가 전달되도록 하며, 계속하여 상기 임의의 
1열의 차열 프레임(51)도 정방향, 즉 도면부호 51d, 51c, 51b, 51a 순으로 주사신호가 전달되도록 한다.(정역 주사방
식)

만일, 도면에는 도시하지 않았지만, 상기 게이트 집적회로(미도시)의 주사방식이 역방향(상향)이라면 주사신호는 임의
의 프레임(50)에서 역방향으로, 즉 도면부호 50d, 50c, 50b, 50a 순으로 주사신호가 전달되도록 하며, 계속하여 임의
의 차열 프레임(51)도 역방향으로, 즉 도면부호 51a, 51b, 51c, 51d 순으로 주사신호가 전달되도록 한다.(정역 주사
방식)

    
또는, 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 패널(40)의 임의의 1열 프레임(50)은 ,예를 들어, 상기 패널(40)의 좌단부에 배
치되어 있는 정방향(하향) 주사방식을 갖는 게이트 집적회로(미도시)에 의하여 정방향, 즉 도면부호 50a, 50b, 50c, 
50d 순으로 주사신호가 전달되도록 하며 또한 이러한 전달방식이 상기 패널(40)의 우측으로 향하도록 하고, 상기 임의
의 1열의 차열 프레임(51)은, 예를 들어, 상기 패널(40)의 우단부에 배치되어 있는 역방향(상향) 주사방식을 갖는 게
이트 집적회로(미도시)에 의하여 역방향, 즉 도면부호 51a, 51b, 51c, 51d 순으로 주사신호를 전달되도록 하고 또한 
이러한 전달방식이 상기 패널(40)의 좌측으로 향하도록 하게 한다.(듀얼 게이트 주사방식)
    

그 결과, 상기 패널(40)은 정방향의 주파수 크기와 동일한 주파수로도 화면이 깜빡거리는 플리커 현상의 발생없이 구
동된다.

본 발명의 원리와 정신에 위배되지 않는 범위에서 여러 실시예는 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 
자에게 자명할 뿐만 아니라 용이하게 실시할 수 있다. 따라서, 본원에 첨부된 특허청구범위는 이미 상술된 것에 한정되
지 않으며, 하기 특허청구범위는 당해 발명에 내재되어 있는 특허성 있는 신규한 모든 사항을 포함하며, 아울러 당해 발
명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해서 균등하게 처리되는 모든 특징을 포함한다.

    발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는 다음과 같은 효과가 있다.
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본 발명에 있어서는, 공동의 공통전극구조에서 후단게이트와 화소전극간에 중첩되어 형성되는 기생용량 Cgs" 으로 잔
상을 줄이고, 공동의 공통전극을 사용하는 다른 화소전극에서는 전단게이트와 화소전극간에 중첩되어 형성되는 기생용
량 Cgs'으로 플리커를 감소시켜 화질을 향상시키는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 있어서는, 주사신호의 방향을 정-역 방향으로 변경하는 구동방식을 채택하여 동시에 Cgs' 및 Cgs" 의 
기능을 갖도록 하는 효과가 있으며, 화소전극은 멀티 레벨 구동식으로 전단 게이트에서 ΔVp만큼 떨어지는 것을 보상
하여 플리커를 감소시키는 기능과 후단 게이트에서 방전(Discharging)을 주어 잔상을 감소시키는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판;

상기 기판상에 횡방향으로 이격 배열되며, 각각 한쌍의 게이트 라인으로 이루어진 전단게이트 라인 및 후단게이트 라인
;

상기 이격 배열된 전단게이트 라인 및 후단게이트 라인과 실질적으로 수직하도록 상기 기판상에 종방향으로 배열되어 
2개의 단위화소부를 정의하는 데이터 라인;

상기 2개의 단위화소부를 상하로 제1단위화소부 및 제2단위화소부로 구별되도록 상기 기판상에 횡방향으로 배열되는 
공통라인;

상기 제1단위화소부에 배치되며 상기 공통라인과 일부 중첩하여 저장용량 캐패시턴스를 형성하며, 상기 전단게이트 라
인과 일부 중첩하여 제1기생용량 캐패시턴스를 형성하는 제1화소전극;

상기 제2단위화소부에 배치되며 상기 공통라인과 일부 중첩하여 저장용량 캐패시턴스를 형성하며, 상기 후단게이트 라
인과 일부 중첩하여 제2기생용량 캐패시턴스를 형성하는 제2화소전극; 및

상기 제1단위화소부내에 형성되는 제1박막트랜지스터와, 상기 제2단위화소부내에 형성되는 제2박막트랜지스터를 포함
하여 구성되는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 2.

주사신호를 발하는 게이트 집적회로와; 상기 주사신호가 전달되는 게이트 라인과; 상기 게이트 라인과 수직하여 디스플
레이 신호를 전달하는 데이터 라인으로 정의된 프레임들로 이루어진 패널을 포함하여 구성되는 박막트랜지스터 액정표
시장치에 있어서,

상기 주사신호는, 정방향 또는 역방향 주사방식을 갖는 게이트 집적회로에 의하여 상기 패널의 임의의 프레임마다 정방
향 또는 역방향으로 향하거나, 상기 패널의 임의의 1열 프레임에서는 정방향 주사방식을 갖는 게이트 집적회로에 의하
여 정방향으로 향하고 상기 패널의 임의의 1열의 차열 프레임에서는 역방향의 주사방식을 갖는 게이트 집적회로에 의
하여 역방향으로 향하는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 액정표시장치.
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摘要(译)

目的：提供一种薄膜晶体管液晶显示装置，用于减少后端栅极和像素电
极之间形成的寄生电容的余像，并减少前端栅极和像素电极之间形成的
寄生电容的闪烁。组成：前端栅极线（103a，103b）和后端栅极线
（103c，103d）横向排列在基板（101）上，形成成对的栅极线。数据
线（105）纵向排列在基板上，以与前端栅极线和后端栅极线交叉，以限
定两个单位像素部分（110）。公共线（107）将两个单位像素部分分成
第一单位像素部分（110a）和第二单位像素部分（110b）。第一像素电
极（109a）布置在第一单元像素部分上，与用于形成存储电容电容的公
共线部分重叠，并且与前端栅极线部分地重叠，以形成第一寄生电容电
容。第二像素电极（109b）布置在第二单元像素部分上，与用于形成存
储电容电容的公共线部分重叠，并且与后端栅极线部分重叠，以形成第
二寄生电容电容。在第一单位像素部分中形成第一薄膜晶体管
（111a）。在第二单位像素部分中形成第二薄膜晶体管（111b）。
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